Dispositivos de tres terminales

blpolares de Juntura (BJT)

de efecto de campg (RET)
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Funcionamiento
asimilable al de una
fuente de corriente
controlada por corriente
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Zonas de operacion
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Juntura BE polarizacion directa vge= VY
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Modelo de gran seiial en zona activa
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tomando el emisor como terminal comun
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saturacion

Junturas BE y BC en directa  vgp> 0

vep<0

La corriente de base no
puede controlar

limitada por el
circuito externo .+

Corte
No fluye corriente por ninguno de los terminales.
Activa Directa
El transistor actia como amplificador de intensidad
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Por la unién B-E fluye una corriente de difusion que atraviesa
la regién de base alcanzando la unién B-C, los portadores
son acelerados por el campo eléctrico e inyectados en el C

Activa Inversa
Proceso equivalente al de activa directa pero, debido a la

vee= VBEs Viis diferencia de dopados, muy poca cornentt_a de la inyectada
v 0.2V por el colector alcanza el emisor.
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El circuito externo no puede proveer la corriente necesaria
para que el transistor funcione en activa, y fija la corriente de
colector. Ve permanece constante
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Las caracteristicas i-v.; se cortan en un
punto de corriente nula llamado tension Early
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